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Germaniumdioden

Dioden

max. zuldss.

max. zuldss.

DurchlaB- DurchlaB- Sperr-
T Sperrstrom Sperr- DurchlaB- Bou-
ype spannung strom spannung : form Verwendungszweck
. Ir [[J'.A] spannung strom
Ur [YI IF fmA] Ur [V] URmax lV] IFmeox [“"A]
bei g = 25" C -5 grd
Universaldioden ) . ]
10 — 100 Universaldiode mit
OA 625 1 =5 : 22 202 20 42 niederohmigem Durchlaf3-
GA 100 20 500 widerstand
OA 645 i 10 < 40 & 2 . -
GA o1 1 >3 40 — 400 40 357) 15 3% Universaldiode
O ¢es 1 >3 L = 60 502 | 12 259 Universaldiode
OA 685 10 < 15 2 > 1 Universaldiode mit hoch-
GA 103 4 =3 80 < 250 f6: 560 0 2 (2) | ohmigem Sperrwiderstand
OA 686!) 10 o Universaldiode mit hoch-
iz = 3 hmi S iderstand
GA 108" <1 5 80 | <100 | 8 659 | 20 4 i, lasorders. Flanen
Sperrstrom bei 10 V
OA 705 - 10 15 & . ¥ :
1 - 3 110 80 10 92 Universaldiode mit hoch-
GA 104 - 100 200 ) ’ ohmigem Sperrwiderstand
OA 626 10 100 i " Videodiode
GA 105 1 =3 20 500 20 209 20 49 (;) zur Gleichrichtung der Bild-
zwischenfrequenz
Diodenpaar
20A 646") 1 > 5 10 < 40 : ,
2GA 109%) 40 =ap | 40 % |16 6 é;;) Ratiodetektor
Diodenquartette
10 40 4~ | Zum Modulieren der
4GA 1141)%) 1 6. . .18 20 150 25 307 22 Tragerfrequenz mit Tréger-
35 1000 unterdriickung
O4A 657%) 10 < 40 ; o 41
4GA 1164 1 75~ »~ 125 40 —~ 300 40 35%) 15 3% 4%0
fiir dm-Wellenbereic1
Rich 5
OA 601 1 > 5 5 < 1000 5 15 pam) [ul L 2
OA 602 1 =5 5 = 1000 5 15 =35 | HF-leistung |
OA 603 1 > 5 10 = 1000 10 20 3 = 7 o
OA 604 1 > 5 10 < 1000 10 20 S 4,5 | bei 200 mw 0
OA 605 1 =5 20 ~ 1000 20 20 > a5 | HF-Leistung T
maximal zuldss.
Schaltdioden . Stobstrom
IESmanx [I‘I\A]
OA 647 10 < 40 ; :
1 = 6 = 25 5 1 Schaltdioden mit
GA 106 35 < 1000 507) (2) | geringer Sperrtragheit
10 < 8
OA 666 e 3 1
GA 107 1 25 20 | = 10 60°) 5 @) | Golddrahtdioden mit
60 < 70 s g
groBem Verhdltnis von
OA 720 = 5 20 = 1000 20 2000) 1 Sperr- zu DurchlaBwider-
stand
OA 721 < 0.7 75 20 < 1000 20 200% 1
Kleinflachendiode mit
OA 722 < 0,75 100 10 < 20 20 6009) 2 hohem Sperr- und kleinem
DurchlaBwiderstand
OA 741 - 08 75 Qo= S0 40 200°) 1 | Golddrahtdioden mit
40 < 500 L
i = & groBem Verhdltnis von
= = Sperr- zu DurchlaBwider-
OA 780 <1 75 20 < 9250 80 2009) 1 sy

(2) Miniaturbauform

gilt fiir GA-Typen



Dioden

Type Empfind- Dunkel- | max. zuléss. max. zuldss.
Dunkelstrom lichkeit o max. zuldss. Verl By
Ira [nA] s i) Sperr- Sperrstrom Erast: Verwendungszweck
bel UrRmax fauschen | seannung IRmax [mA] lalstung form
(1A/1000 Ix]| | 2(A] | Urmax (V] Pmax [mW]
Photodioden
ZP 120:? < 15 ? 30 < 40~"° 20 3 30 Zur Umwandlung von Licht-
P 121%) = 50 5 signalen  in  elektrische
GP 150") = 30 Signal
. 10 gnale
GP 151" < 15 > 50 < 10 50 3 30
Dioden
Siliziumdioden
max. zuldss.
DurchlaB- DurchlaB- Sperr: Sperrstrom Verlust- Bou-
Type spannung strom spannung leistiing ¢ Verwendungszweck
orm
Ue V] Ir [mA] Ur (V] IR [uA] Py ImW]
fir #a = 25°C — 5 grd
Schaltdioden
OA 900') < 14 100 = =it 250
OA 901Y) 11 100 = ‘ffg 2 0? 250
; 75 5 . ) _
OA 902 =11 100 10 < 01 250 3 Silizium-Flachendioden mit
OA 903" 11 110 = 150 5 250 hohem Sperrwiderstand
: 10 < 01
OA 904") < 11 100 =2 2 250
OA 905) < 141 110 i (T 250
Kapazitatsdioden
OA 910)) = 0 |5 A°275 g = 250 2 | Abstimmdiode
Sperrschicht- |Grenzfrequenz
kapazitat fa [GH
SAZ 1219) Cr 19 [PF) | © Lt
SAZ 13 10) < 14 100 10 < 01 2l w28 = ;g 3 Kapazitétsvariationsdioden
Zener- Differentieller Temperatur-
spannung | Durchbruch- Koeffizient
Uz V] wlferi?)‘ind K, [mV/°C]
Zenerdioden bei I: = 3 mA bei i,z= 3 mA
ZA 250/5 43 . 57 150 1 < 01 > — 25 250
ZA 250/6 53 . 6,7 < 110 1 < 01 < 4+ 25 250
ZA 250/7 63. . 1.7 < 25 1 < 01 < -4 40 250 Zur Erzeugung stabilisierter
ZA 250/8 73 . &7 = 30 1 =01 < 4+ 55 250 Bezugsspannungen, Be-
ZA 250/9 83. . 97 < 35 1 = 01 -+ 6,5 250 2 grenzungen von Wechsel-
ZA 250/10') 93. .107| = 40 1 < 01 < 4 80 250 spannungen und als
ZA 250/11Y) 103. .17 < 50 1 < 0. < 490 250 Usherspannungssdiyte
ZA 250/12") 11.3. . 128 = 70 1 < 01 < -4+11,0 20
ZA 250/14") 122. .168 < 90 1 < 01 = -+15,0 250
ZA 250/18") 16,0 . . 208 < 135 1 < 01 ~ -}H185 250
ZA 250/24") 20,0. . 25,0 < 200 1 < 01 ~-20,0 250

1) in Entwicklung befindlich

2] bei #a = 60°C

3] bei 5 = 25% C sowie 607 C
4) Strom- und Spannungswerte der Einzeldiode
5) Impulsdauer 15, Pause > 2 min.

6) Impulsdauer 1s, Pause > 1 min.
7) SpitzendurchlaBstrom bei f > 25 Hz
8) bei Ugka = 10V, f = 1 kHz, A4 f =50Hz

9) bei

Belichtung

10) Laborfertigung

11) Zusammenstellung erfolgt bei 6 kHz
12) Zusammenstellung erfolgt bei 200 kHz
13) bei Up = 6V



Silizium-Leistungszenerdioden

T W T T T S R N 7 T N T L S R S T P R R VR S A S

Zener- Sperr- | . ox zulisss. | DurchlaB- Zenerwiderstand Innerer i
strom | Verlustleist, strom r: [Q] Warme- |0
Type spJ:\fE%rjlg IR [nA] |m- Kuhl;lﬁ:ﬂ'e IF [mA] : widerstand Ltlzrl?p:lﬂlgr il Verwendungszweck
fiir bei B0x80x2 mm bei bet bei i Py [OC] form
lr = 100mA | Ur = 1v| Pv[Wl JUF =1V}, 10 mAll, —100mA qulw ]
[
SZ 501 0,65—0,85 1 5 000 | — | 18 10
SZ 504 48— 55 1 5 = 250 35 3 10
SZ 505 53— 6,0 1 5 = 250 35 3 10
SZ 555 58— 6,6 1 5 = 250 20 2 10
SZ 506 64— 7.3 1 5 = 250 20 2 10
SZ 507 T1— 7.9 1 5 = 250 12 2 10
SZ 508 77— 88 1 5 = 250 12 2 10
SZ 509 85— 96 1 5 = 250 15 5 10 —55 . . . e i
SZ 510 9.4 -106 1 5 = 250 | 15 5 10 i Pl g ond
S7 511 104 116 1 5 = 950 20 8 10 i Begrenzungsschaltungen
SZ.512 1.4 127 1 5 = 250 20 8 10
SZ 513 125 14.0 1 5 = 250 35 13 10
SZ 515 138 158 1 5 = 250 35 13 10
SZ 516 15,3—17,0 1 5 = 250 50 32 10
SZ 518 16.8—19.0 1 5 = 250 50 32 10
SZ 520 188—210 1 5 = 250 60 40 10
SZ 522 208—23,0 1 5 = 250 60 40 10
| 1
Germanium-Gleichrichterdioden
Kennwerte bei #a = 45°C Héchstwerte
Nennsperr- Periodischer Ban
Type NenndurchlaB-{NenndurchlaB-| spitzendurch- Verwendungszweck
spannung Sperrstrom Umgeb.-Temp.| form
strom spannung laBstrom
A Ir [mA] Uk [V #s [°C]
Urn [V] A F ] A
Irn [A] ke [A]
GY 099 12 0.2 0.1 0,5 0.25 65
GY 100 24 02 0.1 05 0,25 65
GY 101 40 02 0.1 05 025 65 o
GY 102 75 0.2 0,1 05 0,25 65 6 Cilll‘!(hrjmhle:' )
GY 103 100 0.2 01 0.5 0.25 65 fir kleine Stréme
GY 104 150 02 0.1 05 0,25 65
GY 105 200 02 0.1 05 0.25 65
GY 109 12 02 1 1 3 65
GY 110 24 02 1 1 3 65
GY 111 40 02 1 1 3 65
GY 112 75 02 1 1 3 65
GY 113 100 0.2 1 1 3 65 1 Gleichrichter
GY 114 150 02 1 1 3 65 fir mittlere Strome
GY 115 200 0.2 1 1 3 65
GY 116 300 02 1 1 3 65
GY 117 350 0,2 1 1 3 65
GY 118 400 02 1 1 3 65
Kennwerte bei #, = 35°C
GY 120 20 2 10 0,6 32 65
GY 121 40 2 10 0,6 32 65 -
GY 122 65 9 10 0.6 39 65 § (?Imchnchterh
GY 123 160 0 10 056 30 65 fir hohe Stréme
GY 124 150 2 10 06 32 65
GY 125 200 2 10 0,6 32 60




Silizium-Gleichrichterdioden

Type GRN[V] Ig [mA] II'I\FN [A] Ug [V] JI’\||:|:‘ [A] #, [°C] ?::; Verwendungszweck

D] %)
SY 100 SY 120 75 0,01 1 1.2 5
SY 101 SY 121 100 0,01 1 1,2 5
SY 102 SY 122 200 0,01 1 1.2 5
SY 103 SY 123 300 0,01 1 12 5 Diffusions-Gleichrichter mit
SY 104 SY 124 420 0.01 1 1.2 5 —55 ... erweitertem Temperatur-
SY 105 SY 125 500 | 0,01 1 12 5 +100 8 | anwendungsbereich und
SY 106 SY 126 600 | 0,01 1 12 5 fde: hBhere: Spaninungsn
SY 107 SY 127 70) 0,01 1 12 5
SY 108 SY 128 800 0,01 1 1,2 5
SY 110 SY 130 1000 0,01 1 1,2 5
SY 160%) 50 <3 10 < 06 <8 | —65., . .+125
SY 162%) 200 <3 10 < 06 <8 | -65. . .+4125 Legierungs-Gleichrichter
SY 164%) 400 | <3 10 <06 2 B | 88 s o ipilg ) W ) Tan ritene Gletchskrom-
SY 166 600 [ <3 10 < 06 <8 | 65...+125 telsmngen
VSF-200/0,5%) 50 <10 | 200 [(05.. 06| < 750 55. . .+4125
VSF-200/1%) 100 <10 [ 200%) [05.. 06| <750 -55. .. 4125
VSF-200/2*) 200 < 10 200 |05 .. .06| <750 -5 . .-125 Legierungs-Gleichrichter
VSF-200/3*) 300 < 10 | 200% |05 .06| <750 | —55. . 4125 | 11 | fiir groBe Gleichstrom-
VSF-200/4%) 400 <10 | 200 |[05...06| <750 —55...-1125 leistungen
VSF-200/5%) 500 <10 [ 200 [o05. .06| <750 -55.. -}125
VSF-200/6%) 600 <10 [ 20 [05...06| <750/ —-55. . .+4125
VSF-203/0,5%) 50 <10 | 2009 [05.. 06| < 750| —55. . .-+125
VSF-203/1%) 100 <10 | 2009 |05 ...06| <75 -55. . .-+125
VSF-203/2%) 200 <10 | 200% |05 .06| <750 55 . .-1125 Diffusions-Gleichrichter
VSF-203/3") 300 <10 | 200% [05. .06| < 750| -55. . -+125 | 11 | fir groBe Gleichstrom-
VSF-203/4%) 400 <10 | 200% |05.. 06| < 75| —55 . .--125 leistungen
VSF-203/5%) 520 <10 | 2009 |05.. 06| < 750| —55. . .--125
VSF-203/6*) 600 <10 | 2009 |05 ...06| <750 —55...-125

) Katode am Gehduse

%) Anode am Gehduse

%) Kihllufttemperatur 35 C, mittlere Kihlluftgeschwindigkeit zwischen den Kiihlkérperrippen ca. 10 m/s, an der Zelle ca. 1 m/s.

In ruhender Luft verringert sich der NenndurchlaBstrom auf 80 A, bei Verwendung eines 150 mm langen Kiihlkérpers auf 100 A.

*) In Entwicklung.




Germanium-Transistoren fiir NF-Verstdrker und Schalteranwendungen

Transistoren

Kennwerte bei #fa = 25° C — 5 grd Héchstwerte
Type
R ch- Warme-
/ f!'-"»\ Strom- | Kollektor- f:;:tscr Kollektor- | Kollektor- Kollektor- |  widerstand Sperr- | Bau- Verwendungszweck
§r ver- reststrom F [dB] rest- spannung i Rih |9'd schicht- | form
stérkung Iceo [1A] (ry | SPennung Uce [V] i, Tkl "::: temperatur|
hote | (leeo) | (uS) | +UecsV]] (Ucew | € (R I.w |) #; [°C]
GC 100 %18 < 800 |< 25 8 15 <10 75 17 | NF-Vorstufen
GC 101 > 18 [ <800 |< 10 8 15 <10 75 17 | NF-Vorstufen rauscharm
Fiir mittelschnellen Schalt-
GS 100 > 29 (<15) (<3| <050 | > 15 50 <1,0 75 17 | betrieb
GS 109 =~ 29 (< 15) [(<1,5)|] <055 | > 15 200 < 0,5 85 13
GS 110 =~ 29 (< 15) |(<1,5)] <055 | = 15 200 = 0,5 85 13 | Schalter fiir mittlere Ge-
S . . schwindigkeit in logischen
GS 1 > 29 (< 15) |(<1,2)] <055 | = 15 200 = 0,5 85 13 Schaltsngen
Gs 112 > 29 | (<15) [(<1)| <055 | > 15 200 <05 85 13
GCm = 10 800 (80) 125 < 043 75 13 | NF-Transistor fiir hohe
GC 112 -~ 10 800 (90) 195 — 0,43 75 13 | Spitzenspannungen
25 I 10-22 | <600 |< 25 15 125 <043 75 13 NF-Vor- und Treiberstufen
GC 116 > 18 | <600 |< 25 — 15 125 < 0,43 75 13
GC 117 > 18 < 600 |< 10 15 125 < 0,43 75 13 T
GC 118 ~ 18 | <600 |- 5 15 50 <043 75 13 | ravsererme
GC 120 <600 |< 25 <055 20 150 <043 75 14 | NF-Endstufen kleiner
GC 121 < 25| <055 20 150 < 0,43 75 14 | Leistung
GC 122 < 0,55 30 150 < 0,43 75 14 | 30 V-Schalttransistor
GC 123 < 0,55 60 150 < 0,43 75 14 | 60 V-Schalttransistor
GC 216 | > 18 [ (<15) |< 25| <085 | (15) 100 [pc=75mW | 75 | 12 | Treiberstufen fir d. Mikro-
GC 217%) > 18 | (<15) |< 10| <055 | (15) 100 |Pc =75 mW 75 12 | modultechnik
GC 2217) > 18 | (< 18) < 0,55 (15 100  |Pc=T75mW 75 12 | NF-Endstufen
GC 2237) > 18 | (< 18) <055 | (66) 100 |Pc—= 75 mw 75 12 | 60 V-Schalttransistor
GC 300%) > 18 | < 500 20 500 (75) 75 13 | NF-Treiber- und Endstufen
GC 301%) ~ 18 < 500 32 500 (75) 75 13 | mittlerer Leistung
Germanium-Leistungstransistoren fiir Endstufen und Schalteranwendungen
Basisstrom Kollektorreststrom R
Tipe -Ig [mA] fur Uego M| -Uegrvl | e 1A v % | Bau- Verwandingaiwed:
i 1c=100mA | -lceo = -dcso [ CBO CERLYI-C ['E‘] °c] | form o
(lc=200mA) | [mA] = [uA] W
GD 100 < 10 =1 = 30 20 18 1 < 15 75 15 NF-Leistungs-Endstufen
GD 110 < 5 Z 9 - 30 20 18 1 < 15 75 15 | NF-Leistungs-Endstufen
GD 120 5 2 9 < 30 33 30 1 < 15 75 15 30 V-Schalttransistor
GD 130 = b 1 < 30 66 58 1 ~ 15 75 15 | 60 V-Schalttransistor
GD 150 (== 20) <15 = 50 20 18 3 < 75 75 15 NF-Leistungs-Endstufen
GD 160 (= 10) <15 Z 50 20 18 3 = T:5 75 15 NF-Leistungs-Endstufen
GD 170 (< 10 < 1.8 <50 33 30 3 = T;b 75 15 | 30 V-Schalttransistor
GD 180 (= 10) <15 < 50 66 60 3 < 15 75 15 60 V-Schalttransistor
GD 2007) - < 3 < 150 30 20 6 = 9 75 16 . §
GD 210°) <3 = 150 60 48 6 =9 75 16 15 W-Transistor flir Regel-
GD 220%) <3 | <15 | 80 60 6 | <2 75 | 16 | Zwecke

*) in Entwicklung

6



Germanium-Hochfrequenz-Transistoren bis zu 260 MHz

lransistoren

Kennwerte bei ##a = 25" C — 5 grd Héchstwerte
Type Steilheit in Emitterschaltung Grenzfrequenz Koll.-
" | Koll.- | Wérme- [ Sperr-
[Y v mA Ei Bosis- fh21b f1 (f‘[) rest- i wider- p Bau-
. 21| JY21e ei: bahn- | [MHz] [MHz] | strom | St7°™ | stand schicht- for Verwendungszweck
id & ‘ i
i i op = V] Ugg = 64 JcE =0 bel (-lcBo) Ren | °"P
Uce = Uz = dc=1mA{ rgp i -l grd #
e =05mAllc = 0.3 mAl =10 MHz Uce=6V| -Uce=6V| ' CEQ| [mA] -wl| 1rc
£=500kHz | 1=2MHz [[i=100MHz]] 191 |.lc=05mA[-lc=1mA| [uAl
GF 100 - 13 - < 300 >3 <800 15 [ <1 75 17 |ZF-Stufen bis 470 KHz
GF 105 = 10 < 350 >7 <800 15 | < 1 5 17 |Mischstufen bis 2 MHz
GF 120 > 10 < 300 =10 |<500| 10 0,6 75 18 vischstudfen -bi'rs‘ 3fMHz
or- und Mischstufen im
GF 121 =22 |< 200 >25 |<500| 10 0.6 75 18 KW-Bereich
GF 122 =28 |< 100 >30 |<500| 10 06 75 18 ZF-Stufen bis 10,7 MHz
GF 125%) >30 |<100 >30 |<500( 10 0,6 75 18 .
GF 129 - 10 (75) 75 | 10 -1 75 19 \:’2; Luwnd Mischstufen MW
GF 130 = 28 (75) (715)| 10 | >1 | 75 19 |ZF-Transistor bis 10,7 MHz
GF 131 [11 mS] (85) (7.5) | 10 =1 75 19 | UKW-Mischtransistor
GF 132 [14 mS] = (85) (7.5) | 10 >1 75 19 | UKW-Vorstufen
2 Poc=
GF 140* =10 . 00 =100 | 70 100 20
) i (300) 180nW HF-Verstarker, HF-Klein-
GF 141%) =10 (300) |<100| 70 [180mW| 100 20 leistungsstufen, Misch- und
GF 142%) s =10 = (3000 |<100| 70 [180mW| 100 20 l(\?:Is}_ziillr::tc:rstufen bis zu 260
GF 143%) >10 300) [<100]| 70 |180aw| 100 | 20 ‘
Silizium-Transistoren fiir hochwertige NF-Verstdrker- und Schalteranwendungen
Kennwerte bel #o = 250 C Héchstwerte
Strom- G - Sperr- z
Type ‘:: Rausch- fre;zr:nz Kollektor- | Emitter- | Kollektor- | varlust- sdfi::t- ?:r:l Verwendungszweck
starkung s f1 (fn IPCnning | shanning)  isftom leistung  |temperatur
hzte [B] | F [dB] [MHz] |=Uce V1| Use V1 | —lc [mAl| Pc ImW1| & [°C]
SC 100 8--:20 < 12 =08 10 10 50 250 150 NF-Transistor
sc1o3  [20--30| 2 | =15 10 10 50 250 150 NF-Transistor
SC 104 30---50 - 11‘6; =3 10 10 50 250 150 21 NF-Transistor
$S 101 g8-25| _ 8 | =08 33 33 50 250 150 Schalttransistor
SS 102 8..-25 | _ 1? =03 66 33 50 250 150 Schalttransistor
SF 111%) >0 (40) 20 200 400 150 . . ,
Transistoren mittlerer Lei-
SF 112%) = (12) (40) 30 200 400 150 o1 stung flr Hochfr%quenzver-
SF 1134 | > (12 (40) 60 200 400 150 ‘-;f;‘;t‘gg und fir Schalt-
SF 114%) = (12) (40) 100 =S 200 400 150
rd
Rihi [gw ]
SL 112%) = (12) (40) 30 400 15 150 HF-Leistungstransistor und
SL 113%) = (12) (40) 60 400 15 150 15 Schclt:crcnsastor fiir héhere
Batteriespannungen u. Um-
SL 114%) = (12) (40) 100 400 15 150 gebungstemperaturen

*) in Entwicklung




Germanium-Transistoren mit groBerem Toleranzbereich

Statische Werte Dynamische Werte Hachstwarte
Type
f Bau-

y @ —IcBO ~IcEo h21b h2te Ic Uct | torm Verwendungszweck

L1 N TSI Y " vagf ™ =M e |

. MHz] | 2'el [y

|

LC 810%) < 30 < 1000 = 10. . .80 25 15 10 13 NF-Transistor fiir Vorstufen
LC 815 < 30 << 1000 =02 10. . .80 | 50. . 100 50 10 13 | NF-Transistor
LC 824 =< 30 = 1500 = 10. . .80 | 120. . 150 150 - 13 NF-Transistor
LD 830 < 50 < 2000 — = 1000 1000 — 15 | NF-Leistungstransistor
LD 835 < 100 = 4000 . = 4000 3000 15 | NF-Leistungstransistor
LF 871 = 30 < 1500 =30 |20. . .100 30 15 = 17 | NF-Transistor
LF 880 < 15 — (=10) (= 8) — 10 - 18 Mischstufen bis 8 MHz
LF 881 < 15 - (= 10) (= 8) -— 10 - 18 ZF-Stufen fiir FM (10,7 MHz)

1) Fertigung ausgelaufen

Die Transistoren dieser Typenreihe eignen sich speziell fiir Lehr- und Amateurzwecke, kénnen aber jederzeit auch

volleren Schaltungen eingesetzt werden. Zu Sonderpreisen in Fachgeschéften erhdltlich

in anspruchs-

c

Selengleichrichter
Betriebswerte
. U,
—;.(,,.J.‘;_, U U‘
N 4 U
=] Uzp
U, U+ !
Schaltungen & | 4 4 —§—
J 4 Y| L4
3 1 -
J. L—N—i
P p- J’p ’
u 2 ]
{ S U’ --——Ug—-—-"
Mittelpunkt- - i
Einweg-Schaltung Schaltung | Briickenschaltung Drehstrombrgccl;.lzrlntung
E M B DB
Anzahl der Platten in
der Grundschaltung mit 1 2 4 6
1 Platte / Zweig
20" 20
Zugefiihrte 2 20
Wechselspannung in Veff ik £3 2 25
n |
Sele J 30" 30 30 30
Abgegebene 75 75 15 24
Gleichspannung 10 10 20 30
beiWiderstandsbelastung 12 12 24 36
in Varithm
') Bei Belastung mit Gegenspannung nur 10, 12,5 und 15 V




Selengleichrichter

_

Platten- wirksame
grébe Flache Einweg-Schaltung Mittelpunkt- Bricken-Szhaltung Drehstrombriicken-
fmm em2 Schaltung Schaltung
50 0.0078 0.001
5@ 0.031 0.003
5 ¢ 0.071 0.005
10 @ 0,38 0.01
16:<16 1.3 0.04 0.08 0,08 012
0,08 0,16 0,16 024
23 %23 3.0 0,075 0,15 0,15 0.225
0.18 0,36 0.36 0,54
32232 6.6 0,15 0.3 03 0,45
0,3 0.6 0,6 09
4050 15.1 0,45 09 0.9 1.35
0.9 1.8 1,8 2,7
6060 26.0 0.6 12 1.2 1.8
Zuldssige Strombelastung 16 32 3.2 4,8
75 <75 45,0 in Agrithm. in der Grund- 1,2 2.4 24 3,6
schaltung 25 50 50 7.5
100 <100 830 2,0 4.0 4,0 6,0
5.0 100 10,0 15,0
100 - 200 167.0 50 10.0 10,0 15,0
10,0 20,0 20,0 30,0
100x300 | 2500 75 15,0 15,0 22,5
150 30.0 30,0 45,0
2004300 | 520.0 225 450 45,0 67.5
25,0 500 50,0 75,0
30,0 60.0) 60.0) 90,01

1) Nur fir SchweiBgleichrichter

Anschlubfahnenstellung

16 X16—T76 <76

A 16X16—T75x75
E-Schaltung: 1 (+)
M-Schaltung: 3 (+);

2(~)

B- und DB-Schaltung:
TRy 2 0—)48 =)

99 5 99 gewinkelt

£ 100100
E-Schaltung: 1 (+4)
M-Schaltung: 3 (+);

2 (~)

AnschluBfahnenhéhe liber Plattenkante:

B- und DB-Schaltung:
1(4):2(=);3(~)

99198 gewinkelt
A 100x 200

E-Schaltung: 1 (+); 2 (—)
M-Schaltung: 1 (+); 2 (~)

B- und DB-Schaltung:
1 (+): 2(=) 3 (~)

16+16—39,5<49.5; mindestens 5 mm

6060 - 76 < 76; mindestens 10 mm
99 x 99198 x 297 ; mindestens 20 mm

3w

:
oy

1
(=~
[ &

—@r
99

i
f5:

_f_;@.

99 x 297—198 x 297

gewinkelt

£ 100 < 300 —200 x 300
Bei 198 < 297 je 2 Bolzen
durch Verbindungsschiene

miteinander verbunden

.
T

E-Schaltung: 1 (+);
2 (—)

M-Schaltung: 1 (+);
2 (~)

B- und DB-Schaltung :
3 (+)i2(—-) 3 (~)




BAUFORMEN

(othar verzinnt

835
Grofitmal

a0

Katodenseife
durch Farbring
gekennzeichnet

=

Urafitmanl

30+5

@06

10

5
S
628,
GrdBtmal

I
Katodenseite |l &
gekennzeichngt 1{&

J

Kiihiblech

maoximale Abmessungen

AT
$65pm,_,

Kontaktteil<G—

Y
R
213

199

Kontaktteil

B2 ka1

W

9
[—‘—b—
1]
PR /- M - |

¢05

AnschluBseil I i
j =
. /| el

Dl | $08 \
—b——-—-rl--—-
-_ e #57
; o Skt.9 83 |-|-,—-Q
k “’"b””ﬁ‘g_' k M3, 3tief - V(= |&
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Mindestbestellmenge fiir den Direktbezug:

Je Planposition 1000 Stiick im Sortiment, jedcch
mindestens 100 Stlick pro Type.

Erzeugnisse aus Vorserie und Laborfertigung je Plan-
position 50 Stiick.

Auslieferungen von Mindermengen:

Versorgungskontor fiir Maschinenbau-Erzeugnisse,
15 Potsdam, Leipziger StraBe 60

Weitere Halbleiter-Bauelemente werden hergesteilt:

Halbleiter-Widerstdnde vom VEB Keramische Werke,
653 Hermsdorf (Thiir.)

Export-Information durch:

uemmMif)ELEcTRIC

Deutsche Export- und Importgesellschaft mbH.
102 Berlin 2, LiebknechtstraBe 14

VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
12 Frankfurt (Oder)—Markendorf
Fernruf-Sammelnummer 690 — Fernschreiber 016 252

VEB Werk fiir Fernsehelektronik

116 Berlin-Oberschéneweide, OstendstraBe 1-5
Fernruf 63 28 41

Telegramm-Anschrift: Oberspreewerk
Fernschreiber: WF Berlin 011 470

VEB Gleichrichterwerk GroBrdschen
7805 GroBraschen, Fernruf 238-239
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